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In a process for the thin etching of substrates which can be etched by chemical etching agents, a predeterminable substrate
thickness is obtained with an unaffected single-crystal grid structure of the substrate in that the substrate is irradiated during the
etching process by radiation impinging substantially perpendicularly to its surface, the substrate consists of a radiation absorbent
material and the wavelength of the main component of the radiation is such that the absorption length of the radiation of this
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(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Diinnétzen von mittels chemischen Atzmitteln #tzbaren Substraten wird eine vorbestimmbare
Substratschichtdicke bei monokristalliner, ungestorter Gitterstruktur des Substrates dadurch erhalten, daf das Substrat wihrend
des Atzvorganges mittels einer Strahlungsquelle mit einer im wesentlichen senkrecht auf die Substratoberfliche einfallenden
Strahlung bestrahlt wird, daB das Substrat aus einem eine Strahlung absorbierenden Material besteht, und daR die Wellenl4nge
des Hauptanteiles der Strahlung so gewihlt ist, daB die Absorptionslinge von Strahlung dieser Wellenlinge in diesem Substrat-
material groRer als die gewiinschte Substratschichtdicke ist.
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Verfahren zum Diinndtzen von Substraten

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Diinn-
dtzen von mittels chemischen Atzmitteln &tzbaren Substraten
auf eine wenigstens bereichsweise gleiche, vorbestimmbare
Substratschichtdicke.

Allgemein befaBt sich die Erfindung mit einem Verfahren zum
Herstellen extrem diinner Substrate oder extrem diinner Sub-
stratschichten mit Schichtdicken in der GréB8enordnung von
weniger als einem Mikrometer.

Bei der Entwicklung und Fertigung hochintegrierter Schaltun-
gen wurden in den letzten Jahren zunehmend Techniken zur ge-
genseitigen lateralen Isolation der einzelnen, planar auf
der Halbleiteroberfliiche angeordneten Bauelemente einge-
setzt, um den gegenseitigen Abstand der Einzelbauelemente zu
vermindern und somit die Integrationsdichte der integrierten
Schaltung 2zu erhdhen. Typische Isolationstechniken fiir die
gegenseitige laterale Isolation von Halbleiterbauelementen
innerhalb von Halbleiterschaltungen sind dem Fachmann unter
den Begriffen LOCOS sowie Trench-Atztechnik bekannt.

Der Grund fiir den Einsatz lateraler Isolationstechniken
liegt darin, daB elektrisch relevante Vorgdnge in Halblei-
terschaltungen typischerweise in einem etwa 1 pm dicken,
obersten Schichtbereich des Halbleiterkristalles ablaufen.
Aus mechanischen Griinden ist es iiblicherweise erforderlich,
daB der Halbleiterkristall viele 100 pm dick sein muB. Abge-
sehen von seiner mechanischen Trédgerfunktion erweist sich
das dicke Halbleiterkristallmaterial als bezliglich seiner
elektrischen Eigenschaften nachteilig. Gegeniilber derartig
dicken Halbleiterkristallen haben diinne Substrate einige
technologische Vorteile, die die verglichen mit dickeren
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Materialien einfachere laterale Isolation, durch die bei
CMOS~-Schaltungen ein latch-up-Effekt unterdriickt werden
kann, sowie das Fehlen von ausgedehnten Raumladungszonen

umfassen.

Die Vorteile solcher diinner Substrate versucht man seit l&n-
gerer Zeit durch verschiedenartige Technologien auszunutzen,
bei denen jeweils eine dilinne Halbleiterschicht oder Nutz-
schicht oberhalb einer Isolationsschicht angeordnet ist, die
ihrerseits auf einem Trdgersubstrat liegt.

Eine dieser Technologien ist die sogenannte S0S (Silicon on
Sapphire) ~Technik, bei der eine Siliziumschicht
heteroepitaktisch auf einen Saphirkristall aufgewachsen
wird. Mit dieser Technologie kdnnen jedoch 1lediglich
Siliziumschichten von schlechter Kristallqualitdt erzeugt

werden.

Bei der SIMOX (Silicon implanted Oxygen)-Technologie wird
Sauerstoff in hohen Dosen in Silizium implantiert und bildet
nach einem Temperaturschritt in einer Entfernung von unge-
fahr 0,2 um unter der Halbleiteroberfliche eine vergrabene,
isolierende SiO,~Schicht. Bei diesem Verfahren zum Erzeugen
der vergrabenen isolierenden Schicht entstehen jedoch
Kristallsché&den.

Die oben angesprochenen Techniken umfassen ferner die soge-
nannte ZMR (Zone 'Helting Recrystallization)-Technologie.
Hierbei wird auf einem oxidierten Wafer zunichst eine amor-
phe oder mikrokristalline Siliziumschicht abgeschieden.
Mittels Laserstrahlen oder Elektronenstrahlen wird die
amorphe Siliziumschicht in ihrem Oberflichenbereich umge-
schmolzen, um grofe Kristallbereiche zu erzeugen. Jedoch ist
es bei dieser Technik nicht m&glich, die gesamte erneut
kristallisierte Schicht -als Einkristall von hoher Qualitit
auszubilden. |

Ein vielversprechender Weg zum Erzeugen der oben angespro-
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Chenen SOI-Substrate, bei denen die Halbleiterschicht ober-
halb einer isolierenden Schicht liegt, ist die Wafer-Bon-
ding-Technologie, da  durch diese Technologie prinzipiell
perfekt monokristalline Nutzschichten erzeugt werden kénnen.
Hierbei werden zwei Wafer unter extrem staubfreien Bedingun-
gen mit ihren polierten Oberflichen zusammengebracht. In der
Regel sind ein oder beide Wafer mit einer Siliziumdioxid-
schicht versehen, die durch thermische Oxidation oder Ab-
scheiden einer Oxidschicht erzeugt wird. Diese Oxidschicht
kann auch dotiert sein und beispielsweise Bor-Silikatglas,
Phosphorsilikatglas oder Bor-Phosphor-Silikatglas umfassen.
Ebenfalls kénnen andere, isolierende und chemisch resistente
Materialien fiir die Isolationsschicht verwendet werden.

Auch konnen ein Wafer oder beide Wafer bereits Strukturen
bis hin zu fertigen Bauelementen enthalten. Die Oberflédche
der Wafer kann mit einem Isolator, wie beispielsweise Sili-
ziumdioxid, bedeckt sein oder unter Anwendung eines der an
sich bekannten Planarisierungsverfahren, das die Verwendung
von FlieBgldsern und Spin-On-Glisern und das Riickitzen um-
faBt, eingeebnet worden sein.

Die Haftung zwischen den beiden Waferflichen beruht Zundchst
auf der Ausbildung von Wasserstoffbriicken zwischen adsor-
bierten OH-Gruppen. Bei der anschliefenden Erwdrmung der Wa-
fer bilden sich bei etwa 300 °C Si-0-Si-Bindungen aus, wobei
schlieBlich bei Temperaturen um 1000 °C durch einen viskosen
FluB des Oxids eine feste, von einem gewachsenen Oxid nicht
unterscheidbare Verbindung eintritt. Nach dem so durchge-
flihrten Bonden der beiden Wafer k&nnen die gebondeten Wafer
einseitig gediinnt werden, so da8 die diinne SOI-Nutzschicht
unloésbar gebondet mit dem Trigerwafer zuriickbleibt.

Das technologische Hauptproblem liegt hier im Diinnen der
Nutzschicht des gebondeten Wafers, da Schichtdicken der
Nutzschicht von bis herab zu 0,1 um angestrebt werden. Das
Diinnen erfolgt zunidchst mechanisch durch Schleifen und im
letzten Stadium des Diinnens durch eine naBSchemische Behand-
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lung. Das Problem liegt hierbei in der Gleichfdérmigkeit des
Diinnungsprozesses, durch die natiirlich die letztendlich

nicht unterschreitbare Restdicke der Nutzschicht festgelegt

wird.

7u diesem Zweck wird in der Fachverdffentlichung J.B. Lasky,
S.R. Stiffler, F.R. White und J.R. Abernathy, IEDM Techn.
Dipl. 684 (1985), vorgeschlagen, eine hochdotierte (Bor-p*)-
Schicht zu implantieren oder einzudiffundieren, die bei dem
naBchemischen Atzen zum Diinnen der Nutzschicht als Atzstop
dient, wobei man zum Erzielen von hochohmigen Nutzschichten
auf der Atzstopschicht noch eine niedrigdotierte Epischicht
aufbringt. Die implantierte Btzstopschicht hat zwar eine
tiber die Oberflidche des Halbleiters konstante Tiefe, durch
die eine konstante Dicke der Nutzschicht im Sub-Mikrometer-
Bereich garantiert werden kann. Jedoch entstehen bei der
Implantation der Atzstopschicht und der Epitaxie Kristall-
schiden oder es tritt ein Dotieren durch Autodoping auf.
Ferner erfordert diese Technik einen hohen Fertigungsaufwand
und damit zus#tzliche Kosten. '

In der Fachverdffentlichung T. Matsushita, H. Satoh, M. Shi-
manoe, A. Nieda, A. Ogasawara, M. Yamagishi, A. Yagi, 47. th
Annual Device Research Conference, Juni 1989, Cambridge,
Mass., wird ein anderes Verfahren zum definierten fl&dchenho-
mogenen Diinnen der Nutzschicht angegeben. Hierbei werden
photolithographisch erzeugte, teilweise vergrabene Stiitzgit-
ter aus Hartstoffen, wie beispielsweise Si0O, oder Si;N, ver-
wendet, um bei dem mechanischen Schleifen eine gleichméBige
Schichtdicke:der Nutzschicht zu gewdhrleisten. Mit diesem
Verfahren wurden SOI-Schichten mit einer Schichtdicke von 80
nm +/- 20 nm iiber die Schichtdicke eines 5-Inch-Wafers er-
zielt. Durch das Stiitzgitter ist es jedoch nicht méglich,
eine perfekt monokristalline Halbleiternutzschicht lber die
gesamte Waferfliche zu erhalten.

Aus der Fachverdffentlichung A. Yamada, B.L. Jiang, H. Shi-
rotori, O. Okabayaski, T. Iizuka, G.A. Rozgonyi, Elektro-
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chemical Society Spring Meeting, Vol. 90, seite 458, ist es
bekannt, das Diinnen der Nutzschicht durch elektrochemisches
und numerisch gesteuertes Polieren vorzunehmen. Dieses Ver-
fahren ist aufgrund des hohen apparativen Aufwandes fiir die
Praxis kaum einsetzbar.

Es ist bekannt, die Schichtdicke einer zu dtzenden Schicht
wdhrend des Ktzvorganges mittels Licht zu liberwachen, wobei
der Atzvorgang beendet wird, sobald die zu &tzende Schicht
fiir das lberwachungslicht durchsichtig ist.

Aus der JP 2-44728 A2 (Abstract) ist es bekannt, zur Steige-
rung der Atzgeschwindigkeit eines isolierenden Filmes auf
einer Metallschicht die aus dem isolierenden Film und der
Metallschicht bestehende Struktur mit Infrarotstrahlung zu_
bestrahlen. Die Infrarotstrahlung wird durch Metallschicht-
bereiche reflektiert. Die reflektierte Strahlung erfihrt in-
nerhalb des isolierenden Filmes oberhalb der Metallschicht-
bereiche eine stirkere Absorption als auBerhalb der Metall-
schichtbereiche, so daB es zZu einer stdrkeren Atzrate des
isolierenden Filmes oberhalb der Metallschichtbereiche
kommt. Diese Technik dient ausschlieBlich dazu, die Atzge-
schwindigkeit fiir das Ab4tzen isolierender Bereiche oberhalb
eines Metallschichtbereiches verglichen mit der Atzgeschwin-
digkeit von isolierenden Bereichen, die nicht oberhalb von
Metallschichtbereichen liegen, anzuheben, um dadurch Erho-
hungen der isolierenden Schicht oberhalb der Metallschicht-
bereiche verstidrkt abzutragen. Dies soll zu einer Reduktion
der topographischen Stufen fihren, die der isolierende Film
aufgrund der darunterliegenden Metallschichtbereiche hat.
Diese Schrift befaBt sich somit nicht mit der Problematik
der Erzeugung von bereichsweise gleichen, vorbestimmbaren
Substratschichtdicken.

Aus der Fachveréffentlichung IBM TDB, Band 23, Nr. 3, August
1980, Seiten 1260 und 1261 ist ein Atzverfahren zum masken-
freien Atzen von undotierten Bereichen eines Substrates be-
kannt. Bei diesem Verfahren bedient man sich der verstirkten
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Absorption von Laserlicht entweder in dotierten oder in un-
dotierten Bereichen eines Halbleitersubstrates widhrend des
Atzvorganges, um dadurch die Atzrate innerhalb des jeweils
stédrker absorbierenden Bereiches zu erhdhen. Mit der Erzeu-
gung von ungestdrten Schichten von zumindest bereichsweise
gleicher, vorbestimmbarer Schichtdicke befaBt sich diese

Schrift nicht.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Diinn-
dtzen von mittels chemischen Atzmitteln &tzbaren Substraten
auf eine wenigstens bereichsweise gleiche, vorbestimmbare
Substratschichtdicke anzugeben, das lediglich einen niedri-
gen Aufwand erfordert und bei dem ferner Stérungen innerhalb

der Substratschicht vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemd@Bf durch ein Verfahren gemdf

Patentanspruch 1 gelédst.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, da8 durch Be-
strahlung des' Substrates wihrend des Atzvorganges mittels
einer Strahlungsquelle mit einer im wesentlichen senkrecht
auf die Substratoberfldche einfallenden Strahlung bei Sub-
straten aus solchen Materialen, die die verwendete Strahlung
absorbieren, eine von der momentanen Restschichtdicke bezo-
gen auf die Absorptionsldange der Strahlung abhdngige Erwdr-
mung der Substratschicht auftritt. Da die Atzrate bei prak-
tisch allen chemischen Atzen stark temperaturabhingig ist,
ist die erzielte Atzrate abhingig von der Erwdrmung der Sub-
stratschichtdicke, die schichtdickenabhdngig ist. Sobald die
verbleibende Substratschichtdicke die Absorptionsldnge der
Strahlung der verwendeten Wellenldnge in dem Substratmate-
rial unterschreitet, 1l&dBRt die Erwdrmung aufgrund der Strah-
lung nach, da der absorbierte Anteil der Strahlung nachl&Bt.
Durch Variation der Wellenldnge der verwendeten Strahlung im
Falle einer einfrequenten Strahlung bzw. eines monochroma-
tischen Lichtes bzw. durch Variation des Hauptspektrums der
verwendeten Sfrahlung, zum Beispiel im Falle eines Strahlers
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mit einem breiten Strahlungsspektrum, kann die Absorptions-
ldnge der Strahlung in dem Substratmaterial eingestellt wer-
den. Unter der Absorptionslinge wird diejenige Eindringtiefe
verstanden, innerhalb der die Reststrahlung bezogen auf die
eingetretene Strahlung um den Faktor 1 geteilt durch e abge-
fallen ist. Die Absorptionslinge wird so gewdhlt, daB sie
gréfer als die gewlinschte Substratschichtdicke ist. Damit
kann durch Wahl der Strahlung die erzielbare Substrat-
schichtdicke im wesentlichen frei eingestellt werden.

Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfiihrungsform des erfin-
dungsgemidfen Verfahrens niher erliutert. Bei dem bevorzugten
Verfahren nach der vorliegenden Erfindung wird zunichst ein
Wafer-Bonding-SOI-Substrat in einer im Stand der Technik an
sich bekannten Art hergestellt, die oben bereits erliutert
wurde. Bei der bevorzugten Ausfiihrungssform werden zwei
Siliziumwafer an ihre Oberfliche durch thermische Oxidation
mit einer Siliziumdioxidschicht versehen. Nach Polieren der
Waferoberfléichen werden diese unter extremen straubfreien
Bedingungen mit ihren polierten Oberflichen zusammengefligt.
AnschlieBend werden die zusammengefiigten Wafer auf Tempera-
turen zwischen etwa 300 °C und etwa 1000 °C erwirmt. Bei
Temperaturen von etwa 300 °C bilden sich Si-0-Si-Bindungen
aus, wdhrend bei einer Erwdrmung auf Temperaturen um umge-
fahr 1000 °C ein viskoser FluB des Oxids zu einer festen,
von einem gewachsenen Oxid nicht unterscheidbaren Verbindung
fihrt.

Nunmehr wird die Siliziumschicht des Nutzwafers mittels an
sich bekannter mechanischer Verfahren auf eine Restdicke von
etwa 10 - 20 um mechanisch gediinnt. Das mechanische Diinnen
kann beispielsweise durch Schleifen erfolgen.

Dieser erste Diinnprozess kann auch durch ein naBchemisches
Atzen erfolgen. Gleichfalls ist es denkbar, bei geeignet
diinnen Nutzwafern auf einen derartigen ersten Diinnprozess
vollstdndig zu verzichten.

PCT/DE91/00535
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Das Wafer-Bonding-Substrat wird nun auf eine Ansaughaltevor-
richtung aufgebracht und gegeniiber dieser 2z.B. mittels
Unterdruck festgelegt, sodaB ein guter thermischer Kontakt
entsteht. Dié'Ansaughaltevorrichtung wird zusammen mit dem
Substrat in ein Atzbad eingebracht. Dieses kann beispiels-
weise eine verdiinnte Kalilauge sein. )

In dieses Atzbad wird von einer Strahlungsquelle eine Strah-
lung derart eingestrahlt, daB sie im wesentlichen senkrecht
‘auf die Substratoberfliche des Nutzwafers einfdllt. Unter
dem Begriff "im wesentlichen senkrecht" sei im Sinne der
Terminologie der vorliegenden Anmeldung verstanden, daf die
Strahlung in einem solchen Winkel auf die Substratoberfliche
einfdllt, daB sie in diese eindringt. In der Regel wird man
bemiiht sein, die Strahlung senkrecht auf die Oberfldche des.
Nutzwafers auftreffen zu lassen.

Bei dem bevorzugten beispielhaften Verfahren ist die Strah-
lungsquelle ein Argonlaser, der Licht mit einer Leistungs-
dichte von etwa 100 W/cm? abgibt.

Das von einem Argonlaser abgegebene monochromatische Licht
liegt im sichtbaren Bereich und hat eine Wellenlinge, die
der Farbe Griin entspricht.

Anstelle eines monochromatischen Lichts kann auch ein Licht
oder eine andere elektromagnetische Strahlung mit einem
verteilten Frequenzspektrum verwendet werden.

Die Wellenlénge des Hauptanteiles der Strahlung wird derart
gewdhlt, da8 die Absorptionlénge der Strahlung bei dieser
Wellenldnge in dem Substratmaterial, das im Ausfﬁhrungsbei-
spiel Silizium ist, gr&Ber ist als die gewlinschte Substrat-
schichtdicke.

Da die gewiinschte Schichtdicke der Nutzschicht bei dem
bevorzugten Ausflihrungsbeispiel 0,2 um betrdgt, wurde als
Strahlungsquelle der Argonlaser mit der Wellenlinge von

W
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A= 0,512 um gewdhlt, da Licht von dieser Wellenldnge in
Silizium eine Absorptionslinge von etwa 0,3 - 0,5 um hat.

Solange nun die Dicke der Nutzschicht des bestrahlten
Wafer-Bonding-SOI-Substrates oberhalb von etwa 0,3 um liegt,
fiihrt das absorbierte Licht zu einer Temperaturerhdhung der
Nutzschicht, welches sich gegeniiber dem Bonding=-0Oxid etwa
proportional zu der absorbierten Leistung und etwa propor-
tional zu der Oxiddicke sowie etwa umgekehrt proportional zu
der Wiarmeleitféhigkeit des Oxids erwdrmt. Die Wirmeleitfi-
higkeit von Siliziumdioxid liegt etwa um den Faktor 10 unter
derjenigen von Silizium bei Raumtemperatur.

Die sich einstellende Temperaturerhdhung der SOI-Nutzschicht
liegt je nach der eingestrahlten Leistung 2zwischen 10 und
100 °C. Die Atzrate praktisch aller chemischen Atzmittel ist
stark temperaturabhéngig. Da das KOH-Si-System eine Aktivie-
rungsenergie von etwa 0,6 eV hat, filihrt eine Temperatur-
erhdhung von 25 °C zu einer Erhdhung der Atzrate um etwa den
Faktor 10.

Infolgedessen nimmt die Atzrate der Nutzschicht stark ab,
sobald deren Dicke unter die Absorptionslinge der verwende-
ten Lichtstrahlung abfdllt. Sobald die Nutzschicht eine
Dicke von ungef&hr 0,2 um erreicht hat, 1dBt sie das einfal-
lende Argonlaserlicht praktisch vollstdndig durch, so dag
dessen Energie von dem Trigerwafer absorbiert wird und ohne
nennenswerte Temperaturerhthung desselben aufgrund der hohen
Warmeleitf&higkeit des Siliziums zu der Ansaughaltevorrich-
tung abgeleitet wird.

In praktischen Versuchen konnte nachgewiesen werden, daB
eine Nutzschichtdicke von 0,2 pm Gber die Gesamtfliche eines
6-Inch-Wafers bei hoher Nutzschicktdickenkonstanz erzielbar
ist.

Fir den Fachmann ist es offenkundig, daB der Verlauf des
Atzprozesses durch geeignete Parameterwahl steuerbar ist,
wobei zu diesem Parametern in erster Linie die Strahlungs-
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wellenldnge und Strahlungsleistungsdichte, die Atzmittelzu-
sammensetzung und die Grundtemperatur z&hlen.

Bei Verwendung von lokalen Lichtquellen oder Punktlichtquel-
len erlaubt das erfindungsgemdBe Verfahren eine Bestrahlung
unterschiedlicher Waferbereiche mit unterschiedlichen Wel-
lenlidngen und Leistungsdichten, wodurch Gebiete mit unter-
schiedlicher, aber iiber das Gebiet konstanter Dicke erzeug-

bar sind.

Daher ermdglicht das erfindungsgemdBe Verfahren die Herstel-
lung von Halbleiterstrukturen mit Nutzschichtbereichen un-
terschiedlicher Dicke, wobei die jeweilige Dicke optimal auf
den jeweiligen Anwendungszweck der Nutzschicht abgestimmt
werden kann. Besondere Bedeutung hat dies beispielsweise bei
integrierten Schaltungen, die einerseits Hochspannungsbau-
elemente umfassen, welche dicke Substratstidrken benétigen,
und andererseits Ansteurerlogiken haben, bei denen eine diin-
ne Substratstdrke ausreicht. Das erfindungsgemdBe Verfahren
kann beispielsweise auch bei integrierten Sensoren oder
mikromechanischen Bauelementen eingesetzt werden, die Logik-
schaltungen oder Verstdrkerschaltungen aufweisen und bei-
spielsweise  diinne, freitragende Halbleitermembranen

umfassen.

In Abweichung von dem beschriebenen, bevorzugten Ausfiih-
rungsbeispiel koénnen mittels des erfindungsgemdBen Verfah-
rens auch Bonding-Wafer gediinnt werden, deren Trdgersubstrat
beispielsweise aus einem bei der Wellenldnge des sichtbaren
Lichtes durchsichtigen Material besteht, wofilir zum Beispiel
Quarzglas oder Saphir herangezogen werden kann. Diese Ausge-
staltung des Trédgers filhrt 2zu einer besonders niedrigen
Leistungsaufnahme durch diesen, wodurch in erwiinschter Weise
die Temperaturdifferenzen zwischen zu dtzenden Bereichen von
noch unterschiedlicher Dicke der Nutzschicht verstédrkt
werden, so daB es 2zu einer verbesserten Kontinuitdt der
erzielbaren Nutzschichtdicke kommt.

g
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In weiterer Abweichung von dem beschriebenen Ausfiihrungsbei-
spiel kann das erfindungsgemiife Verfahren auch bei anderen
Halbleitermaterialien, Metallen und dielektrischen Schichten
eingesetzt werden, soweit das zu dtzende Material
Strahlungen iiber eine bestimmte Absorptionslénge absorbiert.

Anstelle des bei dem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel
eingesetzen Argonlasers kann als Lichtquelle ein gepulster
Strahler dienen, der beispielsweise eine Blitzlichtlampe
sein kann. Gleichfalls kommt als Lichtquelle ein thermischer
Strahler in Betracht, der gegebenenfalls mit Filtern verse-
hen ist. Nur beispielsweise sei hier eine Gliihfadenlampe
oder eine Gasentladungslampe genannt. Auch ist es mdglich,
eine Blitzlichtlampe zu verwenden, die dynamische Tempera-
turerhdhungen bewirkt.

Zur Einstellung der Ktzgeschwindigkeit kann auch innerhalb
des Verfahren die Zusammensetzung des Atzmittels variert
werden. Anstelle der bei dem bevorzugten Ausfithrungsbeispiel
verwendeten flilissigen Atzl8sung kann auch ein Atzgas oder
ein Atzgasgemisch verwendet werden.

Zur weiteren VergleichméBigung des Atzverfahrens kann die
Strahlungsquelle gegentiber dem zu dtzenden Substrat bewegt
werden. Obwohl es ausreichend ist, die Wellenldnge des
Strahlers derart zu wdhlen, daB die Absorptionslidnge dieser
Strahlung innerhalb des zu &tzenden Materiales grdBer ist
als die 2zu erzielende Schichtdicke, wird ein besonders
einfaches Einstellen der Schichtdicke und ein besonders sta-
biler Atzstop dann erreicht, wenn die Absorptionslénge der
Strahlung mit der gew#hlten Wellenlénge um den Faktor 3 bis
8 oberhalb der gewlinschten Schichtdicke liegt.
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Patentanspriiche

Verfahren zum Diinndtzen von mittels chemischen Atz-
mitteln &tzbaren Substraten auf eine vorbestimmbare

Substratschichtdicke,

bei dem das Substrat zur schichtdickenabhdngigen Steue-
rung der Atzgeschwindigkeit mittels einer Strahlungs-
quelle mit einer im wesentlichen senkrecht auf die Sub-
stratoberfldche einfallenden Strahlung bestrahlt wird,

bei dem das Substrat aus einem eine Strahlung absorbie-
renden Material besteht, und

bei dem die Wellenldinge des Hauptanteiles der Strahlung
so gewdhlt ist, daB die Absorptionsldnge der Strahlung
dieser Wellenldnge in dem Substratmaterial gréBer als
die gewlinschte Substratschichtdicke ist, so daB das Sub-
strat, solange es eine grdBere Dicke als die gewiinschte
Schichtdicke hat, durch hohe Strahlungsabsorption zu-
nidchst relativ stark thermisch angeregt wird und damit
mit hoher Atzgeschwindigkeit abgedtzt wird, wihrend die
Strahlungsabsorption bei Erreichen der gewlinschten
Schichtdicke abnimmt, wodurch die thermische Anregung
vermindert wird und ein Atzstopp erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem das diinnzuétzende Substrat die Nutzschicht eines
Wafer-Bonding-SOI-Substrates ist, welches eine Tridger-
schicht, eine auf dieser angeordnete Isolatorschicht und
eine auf letzterer angeordnete Nutzschicht aufweist.

Verfahren nach Anspruch 2,

bei dem die Trdgerschicht aus einem Halbleitermaterial

4
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besteht.
4. Verfahren nach Anspruch 2,

bei dem die Trigerschicht aus einem die Strahlung nicht
oder nur geringfligig absorbierenden Material besteht.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

bei dem die Trdgerschicht aus einem im sichtbaren Wel-
lenlédngenbereich durchsichtigen Material besteht.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
bei dem die Trdgerschicht aus Quarzglas besteht.
7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - &,

bei dem die Absorptionsliinge um den Faktor 3 - 8 ober-
halb der gewiinschten Substratschichdicke liegt.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 7,
bei dem die Strahlung monochromatisches Licht ist.
9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 7,

bei dem die Strahlung eine thermische, nicht-monochro-
matische Strahlung ist.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 9,

bei dem die Strahlungsquelle unterschiedliche Bereiche
des Substrates mit Strahlung von unterschiedlicher
Wellenlénge und/oder unterschiedlicher Leistungsdichte
bestrahlt, um liber das Substrat definiert verédnderbare,
unterschiedliche Substratschichtdicken zu erzeugen.
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11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 10,

bei dem das Substrat sequentiell mit Licht wvon unter-
schiedlicher Wellenldnge bestrahlt wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 11,

bei dem das Atzmittel fliissig oder gasfdérmig ist.

R
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